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半導体の熱輸送制御は、熱エネルギーの有効利用や電子物性制御を実現することを目標として

注目されている。これまでラマン分光による熱輸送解析が多くなされてきた。我々の研究室では

表面垂直方向の層を貫くフォノン輸送についてラマン分光により解析を行ってきた[1]。本研究で

は、水平方向膜内の熱輸送解析において InGaN の PL 強度の違いに着目した発熱によるラマンシ

フト量の空間的変化を解析したので報告する。 

測定にはサファイア基板上に成長した In0.05Ga0.95N(100nm)/GaN(6.5µm)ヘテロ構造試料を用いた。

325nm（ポンプ光）および 532nm（プローブ光）の 2波長光源を同時に照射できるラマン装置を用

いてラマンスペクトルを測定した。水平方向の熱輸送評価はポンプ光による発熱箇所からプロー

ブ光を走査して行った。ラマン散乱スペクトルは、ローレンツ関数を用いてフィッティングした。

また，本ポンプ光による nGaN層の PL強度マッピング測定を行った。 

InGaN層の PLマッピング像及び測定位置を図 1に示す。図 2は𝐸2(high)モードのラマンスペク

トルの一例である。図 3 はポンプ光とプローブ光を離した距離と励起光照射によるラマンピーク

波数の減少量（温度上昇に比例）の関係を表したグラフである。図 1 において赤点がポンプ光の

位置で黄点が観測点であり、青矢印が図 3 における赤点に対応しており緑矢印が黒点に対応して

いる。図 3は複数回実験を行った一例であるが、多くの実験データが図 3のように、上に凸型の

放物線を描くシフト減衰の過程と下に凸型の放物線を描くシフト減衰の過程が見られた。本依存

性の差に関する原因は現在不明であるが，空間的な混晶組成不均一性や歪不均一性に依存する熱

輸送解析の可能性を示す。 
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図１ InGaN層の PL強度マッピ
ング 

図２ E2(high)モードの 

ラマンスペクトル例 

図３ラマンピーク波数の減少
量の空間位置依存性 
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